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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成20年4月24日(2008.4.24)

【公開番号】特開2006-241523(P2006-241523A)
【公開日】平成18年9月14日(2006.9.14)
【年通号数】公開・登録公報2006-036
【出願番号】特願2005-59084(P2005-59084)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  16/34     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/285    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  16/34    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  21/285   　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月28日(2008.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＣＶＤ法に従って、成膜室に、タンタル元素(Ｔａ)の周りにＮ＝(Ｒ,Ｒ')(Ｒ及びＲ'は、
炭素原子数１～６個のアルキル基を示し、それぞれが同じ基であっても異なった基であっ
てもよい)が配位した配位化合物からなる原料ガス及び酸素原子含有ガスを同時に導入し
て、基板上でＴａＯxＮy(Ｒ,Ｒ')z化合物からなる酸化化合物膜を形成し、次いでＨ原子
含有ガスを導入して前記酸化化合物膜と反応させて、この膜中のＴａに結合した酸素を還
元し、かつ、Ｎに結合したＲ(Ｒ')基を切断除去し、タンタルリッチのタンタル窒化物膜
を形成することを特徴とするタンタル窒化物膜の形成方法。
【請求項２】
前記原料ガスが、ペンタジメチルアミノタンタル、tert-アミルイミドトリス(ジメチルア
ミド)タンタル、ペンタジエチルアミノタンタル、tert-ブチルイミドトリス（ジメチルア
ミド）タンタル、tert-ブチルイミドトリス（エチルメチルアミド）タンタル、Ｔａ(Ｎ(
ＣＨ3)2)3(ＮＣＨ3ＣＨ2)2、ＴａＸ5（Ｘ：ハロゲン原子）から選ばれた少なくとも一種
の配位化合物のガスであることを特徴とする請求項１記載のタンタル窒化物膜の形成方法
。
【請求項３】
前記酸素原子含有ガスが、Ｏ、Ｏ2、Ｏ3、ＮＯ、Ｎ2Ｏ、ＣＯ、ＣＯ2から選ばれた少なく
とも一種のガスであることを特徴とする請求項１又は２に記載のタンタル窒化物膜の形成
方法。
【請求項４】
前記Ｈ原子含有ガスが、Ｈ2、ＮＨ3、ＳｉＨ4から選ばれた少なくとも一種のガスである
ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のタンタル窒化物膜の形成方法。
【請求項５】
前記タンタル窒化物膜において、タンタルと窒素との組成比が、Ｔａ／Ｎ≧２．０を満足
する膜であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のタンタル窒化物膜の形成
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方法。
【請求項６】
請求項１～５のいずれかに記載の形成方法により得られたタンタル窒化物膜に対して、タ
ンタルを主構成成分とするターゲットを用いるスパッタリングにより、タンタル粒子を入
射させることを特徴とするタンタル窒化物膜の形成方法。
【請求項７】
前記スパッタリングが、ＤＣパワーとＲＦパワーとを調整して、ＤＣパワーが低く、かつ
、ＲＦパワーが高くなるようにして行われることを特徴とする請求項６記載のタンタル窒
化物膜の形成方法。
【請求項８】
前記タンタル粒子を入射させたタンタル窒化物膜において、タンタルと窒素との組成比が
、Ｔａ／Ｎ≧２．０を満足する膜であることを特徴とする請求項６又は７に記載のタンタ
ル窒化物膜の形成方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
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